2016届毕业设计（王永顺）

（1）大功率静电感应晶闸管制造工艺与电性能研究

（2）开关电源管理电路IP核开发与设计

（3）埋栅型静电感应晶体管制造技术与结构设计

（4）3A/40V肖特基势垒二极管的开发与设计
（5）静电感应光敏晶体管制造工艺研究与开发

（6）微型超薄紧缩型外形集成电路封装技术
（7）提高静电感应晶体管抗辐照性能的工艺研究

（8）基于ZigBee技术的无线传感器网络设计

（9）10A/300V结势垒控制肖特基整流管设计与工艺研究

（10）高阶曲率补偿高精度带隙基准电路设计
（11）线性低压差输出电压调整器的设计与分析

（12）开关电源管理集成电路振荡器电路设计

题目说明

（1）大功率静电感应晶闸管制造工艺与电性能研究（BX）
静电感应晶闸管（SITh）是一种依靠静电感应机制工作的功率半导体器件，即依靠栅压和阳极电压的静电感应作用控制沟道势垒高度从而实现器件的开通和关断。具有明确的阻断态和导通态，具有通态压降低、开关速度快、电流密度高、功率处理能力强、转换效率高等优点，兼顾了速度和功率两方面的要求，更适合于作为大功率开关器件使用。要求深入分析影响器件电性能的因素，提出最佳器件参数及匹配，优化器件结构，提高器件电性能，特别是提高栅阴击穿电压，提出高性能器件的制造工艺技术。 

（2）开关电源管理集成电路IP核设计（BY）
开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、简单外围电路、优越性能指标等特点。要求对关键模块的电路进行仿真设计，确定基本电路结构。误差放大器：开环直流增益>20dB；输出电压摆幅>20mV～4.9V；共模信号范围>0.5V～4.7V；功耗＜3mW。基准电压源：温度系数（－40℃～140℃）时，变化率≤10ppm；电源电压变化（4V～6V）时，输出电压波动≤0.3mv；输出基准电压1.23V,输出电压误差≤2mv。
（3）埋栅型静电感应晶体管制造技术与结构设计（BX）
埋栅结构静电感应晶体管是利用外延技术把浓硼扩散形成的栅区埋在外延层下的结构，这种结构的栅区和源区分别位于不同的层面上源区面积大。深入分析影响器件电性能的各种因素，分析器件沟道内的电场分布和电势分布。优化设计器件结构尺寸，拟定工艺参数。在保证器件I-V特性正确的前提下，提出提高栅源击穿电压BVGSO和电压容量的工艺方法。
（4）10/300V肖特基势垒整流二极管的设计(BY)
大电流肖特基势垒整流二极管具有高浪涌电流和瞬态保护、高效低功耗、大电流、高电压等特点。作为一种高压整流器件，可用于各类输出整流级、开关电源、电池反向保护、续流电路及高频或过冲/下冲箝位电路。研究高性能肖特基势垒形成、正反面金属化系统的制备技术等。参数要求：VBR≥300V，VF﹤0.95V ，IR 在300V下IR﹤100µA；得到最优的正向特性和反向特性。
（5）静电感应光敏晶体管结构设计与工艺研究（BX）
静电感应光敏晶体管是一种新型固体光敏器件，相当于多个并联PIN光敏二极管与一个线性度好、增益高、频带宽噪声小的静电感应晶体管构成的光敏探测器。要求分析光照对器件的作用机理及对沟道势垒的影响。设计器件结构，优化器件参数与电性能，得到正确的I-V特性。优化得出器件性能对结构几何尺寸、工艺参数和材料参数的依赖关系及匹配关系。
（6）微型超薄紧缩型外形集成电路封装技术(BY)
微型超薄紧缩型集成电路封装是一种先进的微电子高端封装技术，具有失效率低，密度高、小形化、节省空间、成本低等优点。研究主要封装流程的技术难点，包括超薄减薄技术、超薄胶体填充工艺、超薄胶体切筋成型工艺等，掌握小型、薄尺寸、细间距封装工艺特征。研究引线框设计和制作新工艺研究，确定工艺方案，提出微型超薄紧缩型集成电路封装的可靠性要求。
（7）提高静电感应晶体管抗辐照性能的工艺研究（BX）
航天工程要求半导体器件具有抗辐射、可靠性、长寿命等特性。要求分析器件内部辐射引起的电场再分布、势垒分布变化及I-V特性的漂移和畸变。研究提高SIT抗辐射性能的最佳工艺条件。对抗辐射SIT研制过程中的关键工艺问题进行研究并提出解决方法，找出器件结构、材料和工艺参数之间的最佳匹配，在保证其它电参数符合要求的前提下，以得到器件的最佳抗辐射性能。
（8）基于ZigBee技术的无线传感器网络设计(AY)
基于ZigBee技术的无线传感器网络具有功耗低、短时延、体积小、灵活性好、高容量、安全可靠且免免执照频段等优点。要求根据ZigBee无线传感网络节点的设计原则，设计无线传感器网络通用节点的基本构架，提出硬件设计方案，包括基于CC2530 主控电路和射频天线的设计，设计、制作和调试印刷电路板。编程实现无线传感器网络节点之间点对点通信以及系统组网通信功能，并进行通信距离和组网的测试。
（9）10A/300V结势垒控制肖特基整流管设计与工艺研究(BX)
在金属与半导体界面之间形成具有整流作用的肖特基势垒，结势垒控制肖特基管是一种新型肖特基整流管，集肖特基整流管和p-n结势垒的优点于一身。高电压大电流结势垒控制肖特基已渗透到国民经济各行各业。肖特基势垒高度决定于金属与半导体功函数差。要求设计器件结构，增加势垒金属的有效接触面积，降低正向压降Vf,优化正向特性和反向特性，提高肖特基势垒结的耐高温能力。
（10）高阶曲率补偿高精度带隙基准电路设计(BY)
带隙基准电压的基本原理是将两个具有相反温度系数(正温度系数和负温度系数)的电压(或电流)以合适的权重相加，最终产生一个具有零温度系数的电压(或电流)电压基准。相比其它基准产生电路，带隙基准源具有以下优点：与标准CMOS工艺完全兼容；可以工作于低电源电压下；温度漂移、噪声和PSRR等性能满足大部分系统的要求。为了降低温度系数，进一步提高基准源精度。要求设计一款电流模式多路输出的带隙基准产生电路，并通过引入高阶项实现了曲率补偿，得到高精度的基准电压。
（11）线性低压差输出电压调整器的设计与分析(BY)
低压差线性电压调整器（LDO）具有输入输出压差低、电路结构简单、便于集成等特点。研究LDO电压调整器的关键技术，掌握高集成、低成本LDO电压调整器设计技术。设计出满足RF射频应用环境大电流、低压差、低功耗LDO电压调整器。参数要求：在-40~150度温度范围内保证输出电压的精度和电源噪声抑制要求；输出电压的温漂小于15ppm/℃；增益大于70dB；室温下10kHz处输出噪声电压小于30μVRMS；输出电流为500mA，最大压差小于100mV，线性调整率小于0.2%，静态电流小于30µA，芯片转换效率高、噪声小、静态电流低。

（12）开关电源管理集成电路振荡器电路设计(BY)
在开关电源管理集成电路的PWM控制电路中，振荡电路是核心的功能部件，用来产生固定频率的锯齿波、三角波、方波信号以及时钟信号。要求设计的振荡器内部振荡电容在设定的上、下阈值VH，VL之间周期性的线性充放电，以产生脉宽调制器所需要的锯齿波（Saw）。设计出锯齿波振荡电路，输出845kHz的三角波震荡波形，电路性能达到设计要求。
